Voltampeérova charakteristika diaku

Diak je polovodicova soutastka slozena z péti Eldopovanych vrstev a dvou kontaktll. Prostorove usganfi
vrstev je ukazano na obrazku v €asti (a). Jak je pamrbrazku, je diak symetricky prvek a chova se tedy
nezavisle na polarité napéti na néj vlozeného.zRySovani napéti na diaku jim nejprve proteka vienaly
proud v fadu mikroampérd. Jakmile je prekrotenaaziié napéti (tzv. breakover voltadgé;o), prudce vzroste
proud diakem. Pokud pak napéti poklesne pod urcitou stéza se diak opét témeéF nevodivym. Odpovidajic’
voltampérova charakteristika je schematicky znagonenv casti (b) obrazku. V praktiku jsou k dispozici diaky
DB3 s Vpo = 32V (nominalni hodnota) a DB4 850 = 40 V. Jejich elektrické parametry jsou shrnuty
v tabulkach na nasledujici strané.
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K méfeni voltampérové charakteristiky diaku poaie jednoduchy obvod sestaveny podle ¢asti (c) obirazk
Obvod je napajen pikoampérmetrem Keithley, jehoz &stige i programovatelny zdroj napéti. Ziskameitdir-
maci o hodnoté pfilozeného napéti a proudu protéka obvodem. Napéti zdrojé, postupné vétSujeme, dokud
nedojde k sepnuti diaku. Hodnota odpdRue zvolena tak, aby nebyl pfi sepnuti diaku pfekroCerximalni
proud méfeny pfistrojem (aginA). Poté napéti snizujeme a méfime v oblasti zaglordiferencialniho odporu.
P¥i stanovovani skutecné hodnoty napéti na diakeima zahrnout Ubytek napéti na pfedfadném odpceipehl
na diaku tedy €ini

Us=U,—RI.

Ze zavislostil naU, nesepnutého a sepnutého diaku Ize zkonstruovat jehampéirovou charakteristiku.

Pokyny pro méfeni

Do pripravku zasuiite sériovou kombinaci diaku DB3 nEl8# a vhodného rezistoru. SptstprogrambDi ak,
ktery zméfi voltampérovou charakteristiku. Vydkenpékolik minut, nez program dokon¢i méfeni. V priawi
je orientatné stanoven rozsah napéti pro méfreniykédfazi probiha vliastni méreni. Prlibéh je mosledovat
na displejich pristroje Keithley zobrazujicich &ni napéti zdroje a proud obvodem. Vysledek je utode
souboruC: \K487\DATA\DI AK. DAT. Soubor obsahuje dva sloupce — napéti na zdroji ve vokepioud te-
kouci obvodem v ampérech. Data zméfena ve fazistaniapéti na zdroji a jeho poklesu jsou oddélena pramrdn
fadkem.



ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tj = 25°C unless otherwise specified)

Symbol Parameter Test Conditions SMDB3 | DB3 | DB4 | Unit
VBo Breakover voltage * C=22nF** MIN. 28 28 35 Vv
TYP. 32 32 40
MAX. 36 36 45
I VBoi1 - VBoz2 | | Breakover voltage C=22nF ** MAX. 3 Vv
symmetry
AV Dynamic breakover | Vgoand Vkat 10mA | MIN. 10 5 \
voltage *
Vo Output voltage * see diagram 2 MIN. 10 5 \%
(R=20Q)
Iso Breakover current * C =22nF ** MAX. 10 50 LA
tr Rise time * see diagram 3 MAX. 0.50 2 us
IR Leakage current * VR =0.5 Vo max MAX. 1 10 uA
Ip Peak current * see diagram 2 (Gate) | MIN. 1 0.30 A
* Applicable to both forward and reverse directions.
** Connected in parallel to the device.
Diagram 1: Voltage - current characteristic curve. Diagram 2: Test circuit.
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Diagram 3: Rise time measurement.
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